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@ Halbleiterlaser-Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen einer Halbleiterlaser-Vorrichtung 

(ST) Halbleiterlaser-Vorrichtung mit einem Halbleiterlaser- 
chip und einer Zylinderlinse zur Fokussierung der von 
dem Halbleiterlaserchip ausgesandten Laserstrahiung, 
bei der der Halbleiterlaserchip auf einem Grundtragerteil 
befestigt und die Zylinderlinse vor einer Strahlaustrittsfla- 
che des Halbleiterlaserchips angeordnet ist. Die Zylinder- 
linse weist mindestens eine abgeflachte Seitenflache auf 
mit der sie auf dem Grundtragerteil aufliegt und befestigt 
ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Halbleiterlaser-Vor- 
richtung mit einem Halbleiterlaserchip, insbesondere einem 
Leistungs-Halbleuerlaser-Barren, und einer Zylinderlinse 5 
zur Fokussierung der von dem Halbleiterlaserchip ausge- 
sandten Laserstrahlung, bei der der Halbleiterlaserchip auf 
einem Grundtragerteil befesiigt und die Zylinderlinse vor ei- 
ner Su-ahlaustrittsflache des Halbleiterlaserchips angeordnet 
ist. 10 

Derartige Halbleiterlaser-Vorrichtungen werden bislang 
folgendennaBen hergestellt: 

Zylinderlinsen, wie zum Beispiel Glasfaserabschnitte, wer- 
den an Linsen-Halteteilen befestigt, die geeignete Hilfsmit- 
tel zu deren mechanischen Fixierung an einem Grundtrager- 15 
teil aufweisen, auf dem der Halbleiterlaserchip befestigt ist. 
Die Linsen-Halteteile werden dahn unter gleichzeitiger Ju- 
stierung der jeweiligen Zylinderlinse zum betriebenen Laser 
an das jeweilige Grundtragerteil montiert. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, 20 
eine Halbleiterlaser-Vorricbtung der eingangs genannten Art 
zu entwickeln, die insbesondere eine einfachere Herstellung 
und eine einfachere Justierung der Zylinderlinse ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird durch eine Halbleiterlaser-Vorrich- 
tung mit den Merkmalen des Anspruches 1 geldst. Vorteil- 25 
hafte Weiterbildungen der erfindungsgemaBen Haibleiterla- 
ser-Vorrichtung sind Gegenstand der Unteranspriiche 2 bis 
12. Bevorzugte Verfahren zum Herstellen einer erfindungs- 
gemaBen Halbleiterlaser-Vorrichtung sind Gegenstand der 
Anspriiche 13 bis 17. Ein bevorzugtes Verfahren zum 30 
gleichzeitigen Herstellen einer Mehrzahl von erfindungsge- 
maBen Zylinderlinsen ist Gegenstand des Patentanspruches 
18. 

ErfindungsgemaB ist vorgesehen, daB die Zylinderlinse 
eine abgeflachte Seitenflache aufweist, mit der sie auf dem 35 
Grundtragerteil aufliegt und mit diesem fest verbunden ist. 

Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsge- 
maBen Halbleiterlaser-Vorrichtung ist zwischen dem Halb- 
leiterlaserchip und dem Grundtragerteil ein Zwischentrager- 
teil vorgesehen, das eine Chip-Montageflache fur den Halb- 40 
leiterlaserchip und mindestens zwei Abstandhalterteile auf- 
weist, die bevorzugt links und rechts von der Strahlaustritts- 
flache des Halbleiterlaserchips angeordnet sind, sich von der 
Strahlaustrittsflache aus gesehen in Strahlausbreitungsrich- 
tung erstrecken und die als Justageanschlag fur die Zylin- 45 
derlinse dienen, indem z. B. die Linse an den Abstandhalter- 
teile n anliegL Dadureh ist vorteilhafterweise eine sehr einfa- 
che Justage der Zylinderlinse gegeniiber dem Halbleiterla- 
serchip ohne Betrieb des Halbleiterlaserchips gewahrleistet. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der 50 
Halbleiterlaser-Vorrichtung ist das Zwischentragerteil ein 
Molybdan-AnschluBrahmen, der mittels phototechnischem 
Strukturieren einer auf dem Grundtragerteil aufgebrachten 
Molybdanschicht (z. B. Sputter-, Aufdampf- oderGalvanik- 
schicht) hergestellt oder als vorgefertigtes Teil (als Lead- 55 
frame) auf dem Grundtragerteil beispielsweise mittels einer 
Hartlotschicht befestigt ist. Dies hat den besonderen Vorteil, 
daB mechanische Spannungen auf Grund von unterschiedli- 
chen thermischen Ausdehnungen des Halbleiterlaserchips 
und des Grundtragerteils, das beispielsweise als Warme- 60 
senke dient und z. B. aus Kupfer besteht, groBtenteils von 
dem Zwischentragerteil kompensiert werden, da Molybdan 
aufgrund seines hohen Elastizitatsmoduls die mechanischen 
Spannungen im elastischen Dehnungsbereich aufnimmt. An 
Stelle von Molybdan kann selbstverstandlicherweise auch 65 
ein anderer elektrisch leitender Werkstoff mit einem hohen 
Elastizitatsmodul, hoher FlieBspannung und hoher Tempe- 
raturbestandigkeit verwendet sein. Als Beispiele waren hier 
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W, CuW- und CuMo-Legierungen (Cu- An teil jeweils zwi- 
schen 10 und 20%) zu nenncn: Alle oben-genannten Materi- 
alen lassen sich so wo hi als Folie als auch als Sputter-, Auf- 
dampf- oder Galvanikschicht hersteUen und weisen eine 
gute Warmeleitfahigkeit auf. 

Die Zylinderlinse ist bevorzugt mittels eines geeigneten 
elastischen Klebstoffes auf dem Grundtragerteil befestigt. 

Bei einer besonders bevorzugten Weiterbildung der erfin- 
dungsgemaBen Halbleiterlaser-Vorrichtung ist die Zylinder- 
linse an zwei einander gegenuberliegenden Seiten abge- 
flacht. Der Vorteil dieser Ausfuhrungsform besteht insbe- 
sondere darin, daB die Zylinderlinse mittels einer in der 
Halbleitertechnik herkommlich verwendeten Bestuckvor- 
richtung auf dem Grundtragerteil positioniert werden kann, 
da aufgrund der planen Oberseite ein Ansaugen der Zylin- 
derlinse mit einer Saugpipette moglich ist (pick and place- 
Verfahren). Derartige 1 .in sen lassen sich d^niberhinaus vor- 
teilhafterweise ubereinanderstapeln und gleichzeitig mit ei- 
ner Anu -Re flexions- B esc hichtung versehen. 

Die Abflachung der Zylinderlinse ist vorteilhaferweise 
derart gestaltet, daB der Scheitel der auf dem Grundtragerteil 
befestigten Zylinderlinse im wesentlichen in Hbhe des 
strahlungsemittierenden Bereiches des auf dem Zwischen- 
tragerteil befestigten Halbleiterlaserchips liegt. 

Der Fokus zwischen dem Halbleiterlaserchip und der Zy- 
linderlinse ist durch die Lange der Abstandhalterteile des 
Zwischentragerteiles fest vorgegeben. 

Bei einem ersten besonders bevorzugten Verfahren zum 
Herstellen einer erfindungsgemaBen Halbleiterlaser-Vor- 
richtung wird auf ein Grundtragerteil zunachst eine Molyb- 
danschicht aufgebracht. Nachfolgend wird die Molybdan- 
schicht mittels Phototechnik derart strukturiert, daB sie eine 
Chip-Montageflache fur den Halbleiterlaserchip und zwei 
Abstandhalterteile aufweist. Die strukturierte Molybdan- 
schicht, die das Zwischentragerteil darstellt, kann weiterhin 
eine AnschluBflache zum elektrischen AnschlieBen des 
Halbleiterlaserchips aufweisen. Nachfolgend wird der Halb- 
leiterlaserchip bevorzugt mittels eines Hartlotes auf der 
Montageflache des Zwischentragerteiles befestigt und die 
bevorzugt aus einer Glasfaser hergestellte Zylinderlinse mit 
der abgeflachten Seitenflache auf das Grundtragerteil aufge- 
legt und mit einer geknimmten Seite gegen die beiden Ab- 
standhalterteile geschoben. In dieser Position wird die Zy- 
linderlinse dann beispielsweise mittels Loten oder mittels 
eines geeigneten Klebstoffes auf dem Grundtragerteil befe- 
stigt. 

Bei einem zweiten bevorzugten Verfahren zum Herstellen 
einer erfindungsgemaBen Halbleiterlaser-Vorrichtung wird 
das Zwischentragerteil z. B. in Form eines Molybdanan- 
schluBrahmens getrennt vom Grundtragerteil separat vorge- 
fertigL Das Zwischentragerteil weist wiederum eine Chip- 
Montageflache fur den Halbleiterlaserchip, zwei Abstand- 
halterteile und optional eine AnschluBflache zum elektri- 
schen AnschlieBen des Halbleiterlaserchips auf. Nach dem 
Aufbringen des Zwischentragerteiles auf das Grundtrager- 
teil wird der Halbleiterlaserchip auf der Chip-Montagefla- 
che des Zwischentragerteiles befestigt und, wie bei dem 
oben beschriebenen Verfahren, die Zylinderlinse auf das 
Grundtragerteil aufgelegt und gegen die beiden Abstandhal- 
terteile geschoben und beispielsweise wie weiter oben be- 
reits beschrieben befestigt. Diese ProzeBschritte werden alle 
bevorzugt im Waferverbund oder auf Leadframe-Bandern 
durchgefuhrt. 

Alternativ kann zunachst der Halbleiterlaserchip auf das 
Zwischentragerteil montiert und nachfolgend das Zwischen- 
tragerteil mit dem Halbleiterlaserchip auf dem Grundtrager- 
teil befestigt werden. 

Die Bezeichnung "Zylinderlinse" soil nicht bedeuten, daB 
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die Erfindung auf die Verwendung von stabformigen Linsen 
mil einer kreisformigen Kriimmung der gekriimmten Seiten- 
flachen eingeschrankt ist. Vielmehr sind damnter beispiels- 
weise auch alle stabformigen Linsen mit gekriinimten Strah- 
lungseinkoppelflachen und/oder gekriirnrnten Strahlungs- 
auskoppelflachen, wie z. B. biaspharische Linsen und Lin- 
senarrays, zu verstehen. 

Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemaBen Halbleiter- 
laser-Vorrichtung besteht darin, daB zu ihrer Montage kein 
Betrieb des Halbleiterlaserchips notwendig ist, da die Posi- 
tion der Zylinderlinse durch die Abstandhalterteile fest vor- 
gegeben ist. 

Die erfindungsgemaBe Halbleiterlaser-Vomchtung wird 
im folgenden anhand eines Ausfuhrungsbeispieles in Ver- 
bindung mit den Fig. 1 bis 4 naher erlautert. Es zeigen: 

Fig- 1 eine schematische Darstellung eines senkrechten 
Schnittes durch das Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Draufsicht auf 
das Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 3 einen Querschnitt einer alternativen Ausfuhxungs- 
form der Zylinderlinse, 

Fig. 4 eine schematische Darstellung des Verfahrens- 
schrittes "Gleichzeitiges Aufbringen einer And-Refiexions- 
Beschichtung auf eine Mehrzahl von Zylinderlinsen" . 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel (Fig. 1 und 2) ist auf einem 
Grundtragerteil 5 ein Zwischentragerteil 8 befestigt, auf 
dem sich ein Halbleiterlaserchip 2 befindet. Das Grundtra- 
gerteil 5 besteht beispielsweise aus Kupfer und das Zwi- 
schentragerteil 8 aus Molybdan. Der Halbleiterlaserchip 2 
ist beispielsweise ein Leistungs-Halbleiterlaser-Barren, der 
im Betrieb eine Mehrzahl von im Querschnitt streifenforrni- 
gen, auf einer Geraden nebeneinander angeordneten Einzel- 
laserstrahlen 4 aussendet und aus A^Ga^As (0 < x < 1) 
besteht. Dieser Halbleiterlaserchip 2 ist beispielsweise mit- 
tels einer Hartlotschicht 12 (z. B. bestehend aus Au-Sn-Lot) 
mit dem Zwischentragerteil 8 verbunden. 

Auf der Oberseite des Halbleiterlaserchips 2 ist eine An- 
schluBplatte 11 befestigt, die als zweiter elektrischer An- 
schluB fur den Halbleiterlaserchip 2 vorgesehen ist. Die An- 
schluBplatte 11 besteht bevorzugt aus demselben Material 
wie das Zwischentragerteil 8 und ist z. B. ebenfalls mittels 
einer Hartlotschicht 13 (z. B. bestehend aus Au-Sn-Lot) auf 
dem Halbleiterlaserchip 2 befestigt. 

Im Falle eines getrennt vom Grundtragerteil 5 hergestell- 
ten Zwischentragerteiles 8 ist dieses ebenfalls bevorzugt 
mittels einer Hartlotschicht 14 auf dem Grundtragerteil 5 
befestigt. 

Am Zwischentragerteil 8 sind zwei Abstandhalterteile 9, 
10 ausgebildet, die sich ausgehend von einer Strahlaustritts- 
flache 6 des Halbleiterchips 2 in Richtung Strahlausbrei- 
tungsrichtung 15 der Laserstrahlung 4 erstrecken und einen 
Abstand voneinander aufweisen, der groBer ist als die Breite 
der Strahlaustrittsflache 6, so daB die Laserstrahlung 4 von 
den Abstandhalterteilen 9, 10 nicht beeintrachtigt wird. 

Auf dem Grundtragerteil 5 ist weiterhin eine Zylinder- 
linse 3 angeordnet, die auf gegenuberliegenden Seiten abge- 
flachte Seitenflachen 7, 17 aufweist. Die ZyUnderUnse 3 
liegt mit einer der abgeflachten Seitenflachen 7 auf dem 
Grundtragerteil 5 auf und mit einer der Strahlausmttsflache 
6 des Halbleiterlaserchip 2 zugewandten gekriimmten Sei- 
tenflache an den beiden Abstandhalterteilen 9, 10 an und ist 
beispielsweise mittels eines metallischen Lotes Oder mittels 
eines geeigneten Klebstoffes auf dem Grundtragerteil 5 be- 
festigt. 

Zur Herstellung der oben beschriebenen Zylinderlinsen 3 
werden beispielsweise langere Glasfaserstucke von zwei ge- 
genuberliegenden Seiten her beispielsweise mittels Schlei- 
fen abgeflacht und anschlieBend beispielsweise mittels Sa- 


gen zu einzelnen Zylinderlinsen zertrennt, 

Um die Strahlein- und Strahlauskoppelflachen der Zylin- 
derlinsen 3 optisch zu vergiiten, konnen die Glasfaserstucke 
zum Beispiel in einer Horde ubereinandergestapelt und von 
5 beiden Seiten mit einer herkonunUchen optischen Vergii- 
tungsschicht versehen werden (Fig. 4, Beschichten, ange- 
deutet durch die Pfeile 18). Durch die abgeflachten Seiten- 
flachen ist sichergesteUt, daB die vergtiteten Flachen bei der 
weiteren Handhabung der Zylinderlinsen, 3 nicht verdreht 
io werden. 

Die Zylinderlinse 3 ist derart angeschliffen, daB ihr Schei- 
tel genau auf der Hohe des strahlungsemittierenden Berei- 
ches 16 des auf dem Zwischentragerteil 8 befestigten Halb- 
leiterlaserchips 2 liegt. Der Fokus zwischen dem Halbleiter- 
1 5 laserchip 2 und der Zylinderlinse 3 ist durch die Abstandhal- 
terteile 9, 10 des Zwischentragerteiles 8 fest vorgegeben. 

Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemaBen Halbleiter- 
laser- Vorrichtung 1 besteht darin, daB die Zylinderlinse 3 
ohne den Halbleiterlaserchip 2 zu betreiben, gegenuber dem 
20 Halbleiterlaserchip 2 justiert und anschlieBend auf das 
Grundtragerteil 5 montiert werden kann und nicht mehr in 
mehreren Freiheitsgraden ausgerichtet werden muB. 

Die in der Fig- 3 im Querschnitt gezeigte, bei der erfin- 
dungsgemaBen Halbleitervorrichtungen einsetzbare Zylin- 
25 derlinse 3, weist im Unterschied zu der oben beschriebenen 
Ausfiihrungsfonn nur eine einzige abgeflachte Seitenflache 
7 auf, mit der sie auf dem Grundtragerteil 5 befestigt wird. 

Patentanspriiche 

1. Halbleiterlaser- Vorrichtung (1) mit einem Halblei- 
terlaserchip (2) und einer Zylinderlinse (3) zur Fokus- 
sierung der von dem Halbleiterlaserchip (2) ausgesand- 
ten Laserstrahlung (4), bei dem der Halbleiterlaserchip 
(2) auf einem Grundtragerteil (5) befestigt und die Zy- 
linderlinse (3) vor der Su-ahlaustrittsflache (6) des 
Halbleiterchips (2) angeordnet ist, dadurch gekenn- 
zeichnetr daB die Zylinderlinse (3) eine abgeflachte 
Seitenflache (7) aufweist, mit der sie auf dem Grund- 
tragerteil (5) aufliegt. 

2. Halbleiterlaser- Vorrichtung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Zylinderlinse (3) aus ei- 
ner Glasfaser gefertigt ist. 

3. Halbleiterlaser- Vorrichtung nacrFAnspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen dem Halblei- 
terlaserchip (2) und dem Gfundtrageneil (5) ein Zwi- 
schentragerteil (8) vorgesehen ist, das mindestens zwei 
Abstandhalterteile (9, 10) aufweist, die als Justagean- 
schlag fur die Zylinderlinse (3) dienen. 

4. Halbleiterlaser-Vomchtung nach Anspruch 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Zwischentragerteil (8) 
ein AnschluBrahmen ist, der mittels Phototechnik aus 
einer auf dem Grundtragerteil (5) aufgebrachten Me- 
tallschicht hergestellt ist. 

5. Halbleiterlaser-Vomchtung nach Anspruch 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Zwischentragerteil (8) 
ein vorgefertigter AnschluBrahmen isL 

6. Halbleiterlaser-Vomchtung nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnetrdaB die Zylinder- 

60 linse mittels eines geeigneten Klebstoffes auf dem 
Grundtragerteil (5) befestigt ist. 

7. Halbleiterlaser-Vomchtung nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die ZyUnder- 
Unse (3) an zwei einander gegenuberUegenden Seiten 

65 abgeflacht ist. 

8. Halbleiterlaser-Vomchtung nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB der Halblei- 
terlaserchip (2) ein Diodenlaserfeld aufweist, das im 
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Betrieb eine Mehizahl von nebeneinander angeordne- 
ten, im Querschnitt streifenformigen, divergenten Ein- 
zeUaserstrahlen aussendet. 

9. Halbleiterlaser-Vorrichtung nach Anspruch 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Halbleiterlaserchip (2) 5 
ein Leistungs-Halbleiterlaser-Barren ist. 

10. Halbleiterlaser-Vorrichtung nach einem der An- 
spriiche 3 bis 5 oder nach einem der Anspriiche 6 bis 9 
unter Riickbeziehung auf einen der Anspriiche 3 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Abstand zwischen io 
den beiden Abstandhalterteilen (9, 10) grbBer ist als die 
Breite der Strahlaustrittsflache (6). 

11. Halbleiterlaser-Vorrichtung nach einem der An- 
spriiche 3 bis 5 und 10* oder nach einem der Anspriiche 

6 bis 9 unter Riickbeziehung auf einen der Anspriiche 3 15 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB das Zwischentra- 
gerteil (8) Molybdan, CuW'oder CuMo aufweisL 

12. Halbleiterlaser-Vorrichtung nach einem der An- 
spriiche 3 bis 5, 10 und 11 oder nach einem der Ansprii- 
che 6 bis 9 unter Riickbeziehung auf einen der Ansprii- 20 
che 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB ein Fokus 
zwischen dem Halbleiterlaserchip (2) und der Zylin- 
derlinse (3) durch die Lange der Abstandhalteneile (9, 
10) des Zwischentragerteiles (8) fest vorgegeben ist. 

13. Verfahren zum Herstellen einer Halbleiterlaser- 25 
Vorrichtung nach Anspruch 4 oder nach einem der An- 
spriiche 6 bis 12 unter Riickbeziehung auf den An- 
spruch 4, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte: 

a) Herstellen der Zylinderlinse (3) und des 
Gnindtragerteiles (5), 30 

b) Aufbringen einer Metallschicht zur Herstel- 
lung des Zwischentragerteiles (8) auf das Grund- 
tragerteil (5), . 

c) Ausbilden des Zwischentragerteiles (8) mittels 
Strukturieren der Metallschicht, 35 

d) Befestigen des Halbleiterlaserchips (2) auf ei- 
ner Chipmontageflache des Zwischentragerteiles 
(8), 

e) Auflegen der Zylinderlinse (3) auf das Grund- 
tragerteil (5), 40 
0 Anlegen der Zylinderlinse (3) an die beiden 
Abstandhalteneile (9, 10) und 

g) Befesugen der Zylinderlinse (3) auf dem 
Grundtragerteil (5). 

14. Verfahren zum Herstellen einer Halbleiterlaser- 45 
Vorrichtung nach Anspruch 5 oder nach einem der An- 
spriiche 6 bis 12 unter Riickbeziehung auf den An- 
spruch 5, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte: 

a) Herstellen der Zylinderlinse (3), des Gnindtra- 
gerteiles (5) und des Zwischentragerteiles (8), 50 

b) Aufbringen des Zwischentragerteiles (8) auf 
das Grundtragerteil (5), 

c) Befesugen des Halbleiterlaserchips (2) auf 
dem Zwischentragerteil (8), 

d) Auflegen der Zylinderlinse (3) auf das Grund- 55 
tragerteil (5), 

e) Anlegen der Zylinderlinse (3) an die beiden 
Abstandhalteneile (9, 10) und 

0 Befesugen der Zylinderlinse (3) auf dem 
Grundtragerteil (5). 60 

15. Verfahren zum Herstellen einer Halbleiterlaser- 
Vorrichtung nach nach Anspruch 5 oder nach einem der 
Anspriiche 6 bis 12 unter Riickbeziehung auf den An- 
spruch 5, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte: 

a) Herstellen der Zylinderlinse (3), des Grundtra- 65 
gerteiles (5) und des Zwischentragerteiles (8), 

b) Befestigen des Halbleiterlaserchips (2) auf 
dem Zwischentragerteil (8), 
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c) Aufbringen des Zwischentragerteiles (8) mit 
Halbleiterlaserchip (2) auf das Grundtragerteil 
(5), 

d) Auflegen der Zylinderlinse (3) auf das Grund- 
tragerteil (5), 

e) Anlegen der Zylinderlinse (3) an die beiden 
Abstandhalterteile (9, 10) und 

f) Befestigen der Zylinderlinse (3) auf dem 
Grundtragerteil (5). 

16. Verfahren zum Herstellen einer Halbleiterlaser- 
Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 12 bzw. 
Verfahren nach Anspruch 13, 14 oder 15, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Zylinderlinse (3) aus einer Glas- 
faser hergestellt wird, indem die Glasfaser von zwei 
Seiten her abgeflacht und nachfolgend auf die ge- 
wiinschte Lange der Zylinderlinsen (3) zugeschnitten 
wird. 

17. Verfahren zum Herstellen einer Halbleiterlaser- 
Vorrichtung nach einem der Anspriiche 13 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB zum Justieren der Zylinder- 
linse (3) gegeniiber dem Halbleiterlaserchip (2) kein 
Laserbetrieb des Halbleiterlaserchips (2) erforderlich 
ist. 

18. Verfahren zum gleichzeitigen Herstellen einer 
Mehrzahl von Zylinderlinsen (3) aus einer Glasfaser, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Glasfaser von zwei 
Seiten her. abgeflacht und nachfolgend zu Glasfaser- 
stiicken mit der gewiinschten Lange der Zylinderlinsen 
(3) zugeschnitten wird, daB die Glasfaserstucke mit 
den abgeflachten Seiten aufeinanderliegend ubereinan- 
dergestapelt werden, daB die gekriimmten Seitenfla- 
chen der Glasfaserstucke mit einer Anti-Reflexions- 
Beschichtung versehen werden und daB der Stapel aus 
beschichteten Glasfaserstiicken nachfolgend zu einzel- 
nen Zylinderlinsen (3) aufgetrennt wird. 
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